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|
PNP-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistoren ~ 2N2904A, 2N2905A, 2N2906A, 2N2907A |

Fiir schnelle Schaltgeschwindigkeiten mittlerer Leistung
und allgemeine Verstarkeranwendungen

Hohe Durchbruchspannung kombiniert mit sehr kleiner Sattigungs-
spannung

hre — garantiert von 100 A bis 500 mA

* Mechanische Daten
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oMN29044 und 2N2905A sind in JEDEC TO-5 Gehdusen,
2N2906A und 2N2907A sind in JEDEC TO-18 Gehdusen.

* Absolute Grenzwerte 2N2904A 2N2906A

229064 2MI90TA
Kollektor-Basis-Spannung —&0Y  —s0V
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) —80V  —60v
Emitter-Basis-Spannung —a v 5V
K.ollektorstrom 0,6 A 0,6 A
Gesamtverlustieistung bei (od. darunter) Ty = 25°C (Bem. 2 und 3) 0EW  04W
Gesamtverlustleistung bei {od. darunter) Tg = 25°C (Bem. 4 und 5) aw 1,8'W
Lagerungs-Temperaturbereich —65 °C bis +200°C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 100 mA Kollektorstrom, wenn die Basis-Emitterdiode
offen ist,
2, Lineare Abnahme bis Ty = 200 °C mit 3,43 mW/*C (2N2904A, 2N2005A).

* JEDEC registriert.
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Bemerkungen:

3. Lineare Abnahme bis Ty = 200 °C mit 2,28 mW/*C (2N2906A, 2N290TA).

4, Lineare Abnahme bis Tg = 200°C mit 17,3 mW/°C (2MN2904A, 2N29054).

§. Lineare Abnahme bis Tg = 200*C mit 10,3 mW/*C (2N29064, 2N290TA).

* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen ZN2904 A 2IN2205A, Ein-
2NZO08 A 2N200TA hait
min  max min  max

Umryceo Kollektor-Basis- lg=—10pA, Ig=0 —80 —&0 v

Durchbruchspannung
Umprycro Kollektor-Emitter- lg==—10mA, Ig=10 —60 —&0 v
Durchbruchspannung  (Bem. 6)
Umrieso Emitter-Basis- lg = —10pA, lg=0 —5 —5 v
Durchbruchspannung
lepo Kollektor-Basis- Upp==80V, Ig =0 —10 —10 n&
Reststrom Uep=—580V, Ig =0, —10 —10 [T
Ty = 150°C
legx Kollekior-Emitter- Upg = =30V, Upg =05V —50 —50 na
Reststrom
In Basisstrom Ugg = —30V, Upg = 05V 50 50 nA
hre Gleichstrom- Uegg = —10V, lg = —100 A 40 75
verstiarkung Upg = =10V, lg=—1mA 40 100
Upg = —10V, lg=—10mA 40 100
Upp = —10V, lg=—150mA 40 120 100 300
(Bem. &)
Upg = =10V, lg = =800 mA 40 S0
(Bem. &)
Ung Basis-Emitter- g = =15 mA, |lg = —150 mA —=1,3 -13 ¥
spannung {Bem. &)
Ip = =50 mA, lg=—500 mA —26 =26 V
(Bem, &)
Uck(saty Hollektor-Emitter- g = —15 mA, lg= =150 mA —0.4 —04 V
Restspannung (Bem. &)
Ig = —50 mA, lg = —500 mA —1,6 —1,6 Vv
(Bam. &)
Bemerkung:

6. ImpulsméaBig gemessen: Impulsbreite < 300 us
Tastverhaltnis < 2%,

* JEDEC registriert.
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* Elektrische Kennwerte bei Ty = 25°C

Parameter Priifbedingungen Alle Typen  Einheit
min  max

Cob Legrlauf-Ausgangs- Upg=—10V, Ig=10, f =100 kHz BD pF
kapazitat

Cin Leerlauf-Eingangs- Ugp==2Y%¥, log=0, f= 100 kHz 30 pF
kapazitat

| hg1e] Betrag der Ugg = —20V, lg=—50maA, f=100MHz 20
KurzschluB-
Stromverstirkung

* Schaltwerte bei Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungent max  Einheit
fa Verzdgerungszeit lg = =150 mA, lnpy) = =156 mA, Usgfrm = 0, 10 ns
tr Anstiegszeit Ry = 200 @ (Bild 1) 40 ns
ton Einschaltzeit 45 ns
ts Speicherzeit lg = —150 mA, lgpy = —13 mA, Ipp) = 17 mA, 80 ns
te Abfallzeit Ry =37 2 (Bild 2) 30 ns
fort Ausschaltzeit 100 ns

T Mennwerte

* JEDEC registriart,
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* Schaltzeitmessung
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{Bem. a und b)

Prifschaltung

Bild 2

Bemerkungen:

Spannungs-Signalformen

a) Die Eingangs-Signalformen werden mit einem Generator mit folgenden Daten arzeugt:
Zausg = 50 Q, ir = 2 ns, Impulsbreite = 200 ns, PRR = 150 Hz.
b) Die Signalformen werden mit einem Oszillographen mit folgenden Daten betrachtet:

1.'1-5 B ns, Ril.‘ﬂ.t = 10 MQ.

* JEDEC registriert.
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